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窒化ガリウム(GaN)は次世代電子デバイス材料として期待を集めており、各種の基礎デー
タを整備することが重要である。中でも、障壁高さ(𝑒𝜙ୠ)はショットキーバリアダイオード
(SBD)の立ち上がり電圧や逆方向漏れ電流を決定する重要パラメーターである。n 型 GaN 
SBD の𝑒𝜙ୠについては多数の報告があるが、その温度係数(d𝑒𝜙ୠ/d𝑇≡α )についての報告は
極めて少ない。これまで我々は Niおよび Au 電極の SBDについて、電気的特性からαを詳

細に評価し、どの試料においても(1.7~2.4)×104 eV/Kとほぼ一定であることを報告した[1-3]。

本研究では、Ptおよび Pd電極の SBDに対してαを評価し、さらにショットキー電極形成後

の熱処理の有無によるαの違いについても調べたので報告する。 
n 型 GaN自立基板上にMOVPE法により n型 GaN (NdNa=2×1015~5×1017 cm3 )を 4 µm 成
長したものを用意し、基板裏面に Ti/Al オーミック電極を形成した。エピ層表面には抵抗加
熱蒸着によって Ni, Au, Pdを、電子ビーム（EB）蒸着によって Ptを堆積し、ショットキー
電極を形成した。SBD作製後不可逆的変化が起こらない温度範囲で乾燥空気中にて I-V-T特
性及び C-V-T特性の評価を行った。また、大気中で十分な時間の熱処理（463 K~573 K）を
行った試料についても同様に評価を行った。

熱処理無し及び有りの試料に対して、C-V特性から求めた𝑒𝜙ୠとαを Table. 1に示す。𝑒𝜙ୠ

は同一チップの面内・サンプル間でばらつきはあったが、αについてはほとんどばらつきが

なかった。熱処理無しの試料に注目すると、Ni, Au, Pd SBDのαは、電極金属やドナー密度

によらずほぼ同一となった。熱処理無しの Pt SBD のαは他と比較して非常に小さかった。

Pt SBDでは C-V特性と I-V特性から求めた𝑒𝜙ୠが大きく異なるという矛盾点があり、これは

EB蒸着で GaN表面に何らかのダメージが導入され、C-V特性から正確な𝑒𝜙ୠを算出できな

かったと考えられる。 
熱処理により𝑒𝜙ୠは変化するが、αはこれまで報告した SBD のαとほぼ変わらないことが

明らかになった。Pt SBDのαも他の試料と同等の値になったが、これは GaN表面のダメー
ジが熱処理によって回復したためと考えている。今回調べた範囲では、金属/n-GaN SBDの
αは電極金属・熱処理の有無・ドナー密度に依存せずほぼ一定の値となることが分かった。 
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Electrode 
metal 

Before thermal treatment After thermal treatment 
𝑒𝜙ୠ / eV α / ×104 eV/K 𝑒𝜙ୠ / eV α / ×104 eV/K 

Ni 0.90 ~ 1.12 2.1 0.90 ~ 1.01 2.2 
Au 0.81 ~ 0.97 2.3 Not measured Not measured 
Pd 1.28 ~ 1.31 2.2 1.51 ~ 1.53 1.8 
Pt 1.07 ~ 1.41 0.24) 1.01 ~ 1.47 2.1 

Table.1: Barrier heights and its temperature coefficients of n-GaN SBDs with various electrode metals

determined by C-V measurement before and after thermal treatment. 
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